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(54) JFET-SERIESCHALTUNG.

(57) Die Erfindung betrifft eine Schalteinrichtung zum Schalten
eines Stromes zwischen einem ersten Anschluss (1) und einem
zweiten Anschluss (2), aufweisend eine Serieschaltung von min-
destens zwei JFETs (Ji—Js),

vonh denen ein unterster JFET (J1) mit dem ersten Anschluss (1)
verbunden ist oder der unterste JFET (J4) in einer Kaskodeschal-
tung Uiber einen Steuerschalter (M) mit dem ersten Anschluss
(1) verbunden ist,

und mindestens einen weiteren JFET (J2—J5), der zu dem unters-
ten JFET (J4) in Serie geschaltet ist, wobei der am weitesten vom
untersten JFET (J;) entfernte JFET (Js) als oberster JFET (Jg)
bezeichnet wird und mit seinem Drainanschluss mit dem zweiten
Anschluss (2) verbunden ist, und

wobei eine Stabilisierungsschaltung (Dy1—Dss) zur Stabilisierung
der Gatespannungen der JFETs (J1—Js), zwischen die Gatean-
schllisse der JFETs (J1—Jg) und dem ersten Anschluss (1) ge-
schaltet ist.

Dabei ist zwischen dem Gateanschluss (Gg) des obersten JFET
(Js) und dem zweiten Anschluss (2) eine Zusatzschaltung (4)
geschaltet, welche das Potential am Gateanschluss (Gg) des
obersten JFET (Js) zum Potential am Drainanschluss (De) des
obersten JFET (Jg) zieht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der elektronischen Schaltungstechnik und insbesondere auf eine Schalt-
einrichtung mit einer Serieschaltung von Sperrschicht-FETs (JFET oder Junction Field Effect Transistor) geméss dem
Oberbegriff von Patentanspruch 1.

STAND DER TECHNIK

[0002] Leistungsschalter oder Schalteinrichtungen zum Schalten bei hohen Betriebsspannungen kénnen in leistungselek-
tronischen Schaltungen durch Kaskadierung oder in Serie angeordnete Transistoren realisiert werden. Dabei werden nach
US 6 822 842 oder DE 19 926 109 A1 solche Schalteinrichtungen beispielsweise als Kaskode-Schaltung bezeichnet, wel-
che auf der speziellen Zusammenschaltung eines MOSFET M und mindestens einem JFET J; basieren, illustriert durch
die Fig. 1. Die Schalter sind zwischen einem ersten Anschluss 1 und einem zweiten Anschluss 2 angeordnet und durch
einen Steueranschluss 7 des MOSFET M gesteuert. Diese bekannte Schalteinrichtung flir hohe Betriebsspannungen ba-
sierend auf der Kaskoden-Topologie sieht vor, mehrere JFETs Js... J; in Serie zu schalten und damit eine hohe Sperrspan-
nung zu erreichen. Zum Schutz der JFETs werden Dioden, d.h. im Sperrbetrieb eingesetzte Schutzdioden D1-D5 an die
Gate-Anschllisse der JFETs angeschlossen. Diese Schutzdioden verbinden die Gate-Anschllsse der JFETS untereinan-
der, oder flihren jeweils von den Gate-Anschlissen zu einem gemeinsamen Anschluss 1 auf einem Grundpotential, an
welchem auch der MOSFET angeschlossen ist. Die Funktionsweise der Schutzdioden D4-Ds zum Schutz der JFETS ist
in US 6 822 842 beschrieben.

[0003] Aufgrund unterschiedlicher oder zu grosser Sperrschichtkapazitdten der Schutzdioden D4-D5 kann eine ungleich-
massige Aufteilung der Sperrspannung Uber den JFETs entstehen. Dabei wirkt speziell beim obersten JFET Jg der Fig.
1, eine andere Kapazitit im Gate-Anschluss als bei den unteren JFETs. Diese unterschiedliche Belastung der Gate-An-
schliisse kann die dynamische Aufteilung der Sperrspannung stark beeinflussen und dazu fiihren, dass zuerst der oberste
Transistor die gesamte Spannung zwischen den Anschliissen aufnimmt und im schlimmsten Fall zerstért wird.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0004] Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung, eine Schalteinrichtung mit einer Serieschaltung von Sperrschicht-FETs der
eingangs genannten Art zu schaffen, welche die oben genannten Nachteile behebt.

[0005] Diese Aufgabe 16st eine Schalteinrichtung mit einer Serieschaltung von Sperrschicht-FETs mit den Merkmalen des
Patentanspruches 1.

[0006] Die Schalteinrichtung zum Schalten eines Stromes zwischen einem ersten Anschluss und einem zweiten An-
schluss, weist also eine Serieschaltung von mindestens zwei JFETS auf, von denen ein unterster JFET mit dem ersten
Anschluss verbunden ist oder Uber einen in Serie angeordneten Steuerschalter mit dem ersten Anschluss verbunden ist.
Es liegt mindestens ein weiterer JFET vor, der zu dem untersten JFET in Serie geschaltet ist, wobei der am weitesten
vom untersten JFET entfernte JFET als oberster JFET bezeichnet wird und mit seinem Drainanschluss mit dem zwei-
ten Anschluss verbunden ist. Es ist eine Stabilisierungsschaltung zur Stabilisierung der Gatespannungen der JFETS, zwi-
schen die Gateanschlisse der JFETs und dem ersten Anschluss geschaltet. Dabei ist zwischen dem Gateanschluss des
obersten JFET und dem zweiten Anschluss eine Zusatzschaltung geschaltet welche das Potential am Gateanschluss des
obersten JFET zum Potential am Drainanschluss des obersten JFET hin zieht und die Spannung verkleinert.

[0007] Dadurch wird beim eingeschalteten obersten JFET die Spannung am Gate gering Uber, vorzugsweise aber gleich
der Spannung am Sourceanschluss gehalten, wodurch beim Ausschalten der oberste JFET langer eingeschaltet bleibt
als ohne die Zusatzschaltung. Dadurch wiederum wird verhindert, dass die gesamte Spannung zwischen dem ersten und
dem zweiten Anschluss am obersten JFET anliegt.

[0008] Das Netzwerk mit Stabilisierungsschaltung und Zusatzschaltung bewirkt, dass weiter oben angeordnete JFETs
beim Ausschalten langsamer ausgeschaltet und schneller eingeschaltet werden, vorzugsweise synchrone Einschaltzeit-
punkte aufweisen, als weiter unten angeordnete JFETS.

[0009] Dadurch wird die dynamische Sperrspannungsaufteilung des mit seriell angeordneten Transistoren aufgebauten
Leistungsschalters, durch das gesamte Beschaltungsnetzwerk aus Stabilisierungsschaltung und Zusatzschaltung, sowohl
balanciert als auch stabilisiert.

[0010] Die Stabilisierungsschaltung fiir sich alleine gesehen vermag, allgemein gesprochen, flir jeden der JFETSs einen
vorgebbaren Strom zwischen dessen Gateanschluss und dem ersten Anschluss abzuleiten. Die Zusatzschaltung zusam-
men mit der Stabilisierungsschaltung bewirkt eine symmetrische Spannungsbelastung der Gateanschllsse der seriell ge-
schalteten JFETs.

[0011] Die Serieschaltung der JFETs kann mit einer Ansteuerung des untersten JFET in einer Kaskodeschaltung reali-
siert werden. Dabei weist die Serieschaltung einen Steuerschalter auf, beispielsweise einen MOSFET, der zwischen dem
ersten Anschluss und einem untersten JFET geschaltet ist. Alternativ kénnen die JFETs auch anders angesteuert werden,
beispielsweise der unterste JFET mit einer direkten Ansteuerung seines Gate-Anschlusses durch eine Treiberschaltung.
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[0012] Das Zeitverhalten der passiven Ansteuerung des obersten JFET ist, wenn es durch eine oder mehrere weitere
Dioden realisiert ist, durch Wahl der gesamten Sperrschichtkapazitat der Serieschaltung dieser weiteren Dioden einstell-
bar. Die Sperrschichtkapazitat ist durch die Anzahl der seriellen weiteren Dioden und/oder durch die Auslegung der ein-
zelnen weiteren Dioden einstellbar. Die Gesamt-Sperrspannung oder Durchbruchspannung einer oder mehrerer Dioden
zwischen Drain und Gate des obersten JFET wird mindestens annahend gleich wie bei den Ubrigen JFETs gewahlt.

[0013] In einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung wird die Sperrschichtkapazitat der weiteren Dioden
klein gehalten und stattdessen eine Kapazitét zwischen dem zweiten Anschluss und dem Gate des obersten JFET (und
auch den weiteren JFETs) durch separate Elemente wie Kondensatoren eingestellt. Durch ein so gebildetes zusétzliches
Symmetrieretzwerk ist das schnelle Schaltverhalten optimierbar. Das Symmetriernetzwerk weist also ein zwischen den
Gates der JFETs und dem ersten Anschluss angeordnetes RC-Netzwerk auf. Beispielsweise sind die Gates von jeweils
aufeinanderfolgenden JFETs durch jeweils eine Serieschaltung eines Widerstandes mit einer weiteren Kapazitat verbun-
den, undist das Gate des obersten JFETs durch ein vorzugsweise gleich strukturiertes Zusatz-RC-Glied mit dem zweiten
Anschluss verbunden.

[0014] In einer anderen bevorzugten Ausflihrungsform der Erfindung sind die Gates der JFETs ausser des untersten
JFETSs durch jeweils eine Serieschaltung eines Widerstandes mit einer Kapazitat mit dem ersten Anschluss verbunden,
und ist zusétzlich das Gate des obersten JFETs durch eine Zusatzschaltung, vorzugsweise ein Zusatz-RC-Glied aus einer
Serieschaltung eines Widerstandes mit einer weiteren Kapazitat mit dem zweiten Anschluss verbunden.

[0015] In einer weiteren bevorzugten Ausfihrungsform der Erfindung sind die Gates der JFETs ausser des untersten
JFETsdurch jeweils eine Serieschaltung eines Widerstandes mit einer Kapazitit mit dem ersten Anschluss verbunden, und
sind zusétzlich die Gates der JFETs durch eine oder mehrere Dioden mit dem zweiten Anschluss verbunden. Das Gate des
obersten JFETSs ist zusatzlich durch eine Zusatzschaltung, vorzugsweise ein Zusatz-RC-Glied aus einer Serieschaltung
eines Widerstandes mit einer weiteren Kapazitat mit dem zweiten Anschluss verbunden.

[0016] In weiteren bevorzugten Ausfiihrungsformen der Erfindung liegt nicht bei jeder der Kapazitaten (respektive der
weiteren Kapazitét) ein Widerstand zur Dampfung vor, sondern nur bei einem oder mehreren, vorzugsweise bei weiter
oben liegenden JFETs.

[0017] Grundsétzlich ist im Syrnmetriernetzwerk auch eine Parallelschaltung von Widerstanden mit Kapazitdten mdglich,
jedoch sind damit statische Verluste infolge des auftretenden statischen Spannungsteilers in die Topologie eingepragt.

[0018] Das Syrnmetriernetzwerk ist vorzugsweise so ausgelegt, dass bei einem Schaltvorgang auftretende Ausgleichs-
vorgange im Syrnmetriernetzwerk am obersten JFET die kleinste und am untersten JFET die grdsste Zeitkonstante auf-
weisen. Dem entsprechend ist die Kapazitat des Zusatz-RC-Gliedes (oder eines Zusatz-C-Gliedes) kleiner als die Kapa-
zitat des untersten, am Gate des untersten JFETs angeschlossenen RC-Gliedes (oder C-Gliedes). Vorzugsweise nimmt
die Kapazitat der dazwischen liegenden RC-Glieder oder C-Glieder von oben nach unten sukzessive zu. Durch das Zu-
sammenwirken des Symmetriemetzwerkes mit der Stabilisierungsschaltung weisen die Ausgleichsvorgdnge an den Gates
der JFETs ausgeglichene Zeitkonstanten auf.

[0019] Dies bewirkt, dass es - im Vergleich zu der Schaltung ohne das Symmetriernetzwerk - beim Ausschalten der Tran-
sistoren respektive JFETs bei weiter oben liegenden JFETs langer dauert, bis der jeweilige Gateanschluss das Potential
der Pinch-Off Spannung im Bezug auf den jeweiligen Sourceanschlusses erreicht. Dadurch bleiben die oberen JFETs
l&nger als die unteren JFETs eingeschaltet und dementsprechend werden die oberen JFETs langsamer ausgeschaltet.
Umgekehrt werden die oberen JFETs beim Einschalten schneller eingeschaltet als ohne die Zusatzschaltung und das
Symmetrieretzwerk. Idealerweise erreicht man ein komplett synchrones Ein- und Ausschalten aller JFETS.

[0020] Durch die Auslegung des Symmetriernetzwerkes sind die zeitlichen Verldufe bei den Vorgéngen an den einzelnen
Schaltern aufeinander abgestimmt, so dass die Schaltanordnung als Ganzes ein mdglichst optimal ausgeglichenes Ver-
halten aufweist, also ein méglichst zeitgleiches Schalten der einzelnen JFETS.

[0021] In einer weiteren Ausfihrungsform der Erfindung wird der Steuerschalter, beispielsweise ein MOSFET, im linearen
Bereich betrieben. Dadurch wird eine Dadmpfung von Oszillationen, die durch Sperrschichtkapazitéten erzeugt werden,
erreicht.

[0022] Die Stabilisierungsschaltung bildet also zusammen mit der Zusatzschaltung und dem Symmetriernetzwerk einen
dynamischen Spannungsteiler zwischen der Spannung am ersten und am zweiten Anschluss, welcher bei Schaltvorgan-
gen die Spannungsbelastung der JFETSs vergleichsmassigt. Anders als bei den bekannten Leistungsschaltern oder Schalt-
einrichtungen zum Schalten hoher Betriebsspannungen wird die Balancierung der dynamischen Sperrspannungsbelas-
tung der Transistoren durch Hinzufligen der Zusatzschaltung, beispielsweise durch die zusétzlichen Dioden signifikant
verbessert, und kann zudem in einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung gezielt durch eine RC-Beschaltung
optimiert werden.

[0023] Weitere bevorzugte Ausfiihrungsformen gehen aus den abhéngigen Patentanspriichen hervor.
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KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0024] Im Folgenden wird der Erfindungsgegenstand anhand von bevorzugten Ausfiihrungsbeispielen, welche in den
beiliegenden Zeichnungen dargestellt sind, néher erldutert. Es zeigen jeweils schematisch:

Fig. 1 eine Serieschaltung von Sperrschicht-FETs geméss dem Stand der Technik;
Fig. 2 eine erste Austlihrungsform der Erfindung;
Fig. 3 eine zweite Ausfiihrungsform der Erfindung, und

Fig. 4 eine weitere Ausfuhrungsform der Erfindung.

[0025] Die in den Zeichnungen verwendeten Bezugszeichen und deren Bedeutung sind in der Bezugszeichenliste zu-
sammengefasst aufgelistet. Grundsétzlich sind in den Figuren gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen versehen.

WEGE ZUR AUSFUHRUNG DER ERFINDUNG

[0026] In Fig. 1 ist die Erfindung fur eine Schalteinrichtung hoher Betriebsspannung dargestellt. Die Schaltung weist eine
Kaskodeschaltung eines MOSFET M mit einem ersten oder untersten JFET J; und mindestens einem in Serie zu diesem
ersten JFET J; geschalteten weiteren JFET Js-Js auf. Der unterste oder erste JFET ist also in der Kaskodeschaltung von
einem als Steuerschalter wirkenden MOSFET angesteuert. Der letzte, am weitesten vom ersten JFET entfernte JFET
der in Serie geschalteten JFETs wird auch als oberster JFET h bezeichnet. Es sind lediglich beispielhaft sechs JFETs
gezeigt, es kdénnen allgemein, in anderen Ausfihrungsformen der Erfindung, zwei oder mehr JFETSs vorliegen. Zur Stabi-
lisierung der Gatespannungen der JFETS ist eine Stabilisierungsschaltung 3 angeordnet. Diese weist jeweils zwischen
den Gates zweier aufeinanderfolgender JFETSs eine Serieschaltung von in Sperrrichtung betriebenen Schutzdioden Dy;-
Di3, D21-Das, ... Ds1-Dss auf. Die Anzahl von Schutzdioden Dy-Dss die jeweils zueinander in Serie liegen héngt von der
erforderlichen Sperrspannung der Schutzdioden Dy4-Ds; ab. Aligemein kénnen jeweils eine oder mehrere Schutzdioden
D+4-Dss zwischen den Gates zweier aufeinanderfolgender JFETS vorliegen. In anderen Ausflihrungsformen der Erfindung
sind andere Schaltelemente als Dioden verwendet.

[0027] Jeweils zwischen Gate und Source der JFETSs Jo-Jg ausser dem ersten JFET sind Zenerdioden (in Fig. 1: Zgs o-Zgs 6)
oder Widerstande (in Fig. 2: Zgs »-Zgs 6) geschaltet. Diese stabilisieren die jeweilige Gatespannung im stationaren Zustand.

[0028] Zur Vergleichmassigung der Spannungsbelastung der JFETSs ist zwischen dem Gate und dem Drainanschluss
des obersten JFETSs eine Zusatzschaltung 4 geschaltet. Diese weist geméss der Fig. 2 eine Serieschaltung aus drei von
in Sperrichtung betriebenen weiteren Dioden Dg, Deo, Des auf. Diese bewirken, dass das Potential am Gateanschluss
des obersten JFET zum Potential am Drainanschluss des obersten JFET hin gezogen wird und damit die anliegende
zwischen dem Drainanschluss und dem Gateanschluss verkleinert wird. Die weiteren Dioden Ds:, Dsz, Des gewahrleisten
eine symmetrische Belastung der Gate-Anschllsse und stabilisieren die Sperrspannungsaufteilung. Zusatzlich wirken sie
als Schutzelement fiir den obersten JFET Js gegen Uberspannung zwischen Drain und Gate.

[0029] Anstelle der weiteren Dioden kdnnen in der Zusatzschaltung andere Schaltungselemente vorliegen, welche den
gleichen Effekt bewirken, z.B. nur eine oder zwei oder mehr in Serie geschaltete weitere Dioden, ein Widerstand, eine
Kapazitat oder eine RC-Schaltung.

[0030] In einer bevorzugten Ausflihrungsform der Erfindung ist jeweils zwischen den Gates zweier aufeinanderfolgender
JFETs, parallel zu den jeweils einen oder mehrere Schutzdioden D41-Dss, 6in RC-Glied aus einer Serieschaltung eines
Widerstandes oder Dédmpfungswiderstindes Rsy1-Rsis mit einer Kapazitat Cr, 1-Cry 5 geschaltet. In diesem Fall ist auch
zwischen dem Gate und dem Drainanschluss des obersten JFETS ein analoges, vorzugsweise gleich strukturiertes RC-
Glied parallel zu der Zusatzschaltung 4 geschaltet. Alle diese genannten RC-Glieder bilden zusammen ein Symmetrier-
netzwerk 5.

[0031] Das gesamte Beschaltungsnetzwerk weist dann also zusétzliche 1 bis n Dioden Dgy, Ds2, Des, und das passive
R-C Netzwerk mit Dampfungswiderstanden Rs 1... Rsie und Kapazitaten Cry 1 ... Crye.

[0032] Durch die Serieschaltung der Dioden kann die totale Sperrschichtkapazitat, welche zwischen den Gate-Anschllis-
sen jeweils hinzugefligt wird, klein gehalten werden. Das ergibt die Mdglichkeit, dank den zusétzlichen Kapazitaten Cry 4
... Cru 5 die dynamische Sperrspannungsaufteilung zu optimieren bzw. unabhangig von den Sperrschichtkapazitaten ein-
zustellen. Dabei werden die zusétzlichen Ddmpfungswidersténde Rstq ... Rsts hinzugeflgt, um durch die zusatzlichen
Kapazitaten Cry,1 ... Gy e hervorgerufene Schwingungen zu dédmpfen.

[0033] Fig. 3 zeigt eine alternative bevorzugte Ausflihrungsform der Effindung, in welcher die Gates der JFETs J;-Js
nicht untereinander verbunden sind, sondern jeweils separat mit einer eigenen Beschaltung aus Schutzdioden Dy4-Dss
und RC-Glied mit dem ersten Anschluss 1 verbunden sind. Wie in der Fig. 2 ist der Gateanschluss Gs des obersten
JFET Jg Uber das Zusatznetzwerk 4 mit dem zweiten Anschluss 2 verbunden. Das Zusatzneatzwerk 4 kann auch hier nur
eine oder mehrere seriell geschaltete weitere Dioden Dss-Ds; aufweisen, oder andere Schaltelemente, oder die weiteren
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Dioden Dg;-Des kombiniert mit einem RC-Serieglied Rey s, Ciy 6-Die an sich optionalen und vorzugsweise zur Optimierung
eingesetzten RC-Glieder R-g;1 ... Rsts und Cry 1 ... Gy bilden auch hier zusammen das Syrnmetriernetzwerk 5.

[0034] Fig. 4 zeigt eine weitere Ausfilhrungsform der Erfindung in welcher die Gates der JFETs J;-Jg nicht untereinander
verbunden sind, sondern jeweils separat mit einer eigenen Beschallung aus Schutzdioden Dy;-Dys, einer oder mehreren
Zusatzdioden 6, welche vom jeweiligen Gateanschluss zum zweiten Anschluss verbunden ist und Gber ein RC-Glied mit
dem ersten Anschluss 1 verbunden sind. Die Schutzdioden D+4-D2s und Zusatzdioden 6 bilden jeweils einen Spannungs-
teiler fr die Gatespannung, der bezliglich Spannungsniveau und dynamischem Verhalten (Zeitkonstanten) individuell pa-
rametrisierbar ist. Anstelle derin der Figur gezeigten einzelnen Zusatzdioden 6 kénnen auch mehrere in Serie geschaltete
Dioden vorliegen. Auch das, wie in der Fig. 3 angeordnete, Zusatznetzwerk 4 kann eine cder mehrere seriell geschaltete
weitere Dioden Dss-Ds3 aufweisen, oder andere Schaltelemente, oder die weiteren Dioden Dgi-Des kombiniert mit einem
RC-Serieglied Rsis ... Cng- Die an sich optionalen und vorzugsweise zur Optimierung eingesetzten RC-Glieder Ry ...
Rste Und Gty 1 ... Grye bilden auch hier zusammen das Symmetrienetzwerk 5.

[0035] Fiir alle Beispiele und fur die Erfindung als Ganzes gilt grundséatzlich, dass die Schaltung, sinngemass modifiziert
auch fiir p-Kanal JFETs anstelle der hier gezeichneten n-Kanal JFETSs einsetzbar ist.

Patentanspriiche

1. Schalteinrichtung zum Schalten eines Stromes zwischen einem ersten Anschluss (1) und einem zweiten Anschluss
(2), aufweisend eine Serieschaltung von mindestens zwei JFET’s (J1-Je),
von denen ein unterster JFET (J;) mit dem ersten Anschluss (1) verbunden ist oder der unterste JFET (J4) in einer
Kaskodeschaltung iiber einen Steuerschalter (M) mit dem ersten Anschluss (1) verbunden ist,
und mindestens einen weiteren JFET (Jo-Js), der zu dem untersten JFET (J4) in Serie geschaltet ist, wobei der am
weitesten vom untersten JFET (J;) entfernte JFET (Js) als oberster JFET (Jg) bezeichnet wird und mit seinem Drain-
anschluss mit dem zweiten Anschluss (2) verbunden ist, und
wobei eine Stabilisierungsschaltung (D44-Dss) zur Stabilisierung der Gatespannungen der JFETS (J1-Js), zwischen die
Gateanschliisse der JFETSs (J1-Js) und dem ersten Anschluss (1) geschaltet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Gateanschluss (Gs) des obersten JFET (Js) und dem zweiten Anschluss
(2) eine Zusatzschaltung (4) geschaltet ist welche das Potential am Gateanschluss (Gs) des obersten JFET (Jg) zum
Potential am Drainanschluss (Ds) des obersten JFET (Jg) zieht.

2. Schalteinrichtung geméass Anspruch 1, wobei die Stabilisierungsschaltung (3) von den Gateanschllssen der JFETs
(J1-Js) jeweils einen vorgebbaren Strom zum ersten Anschluss (1) ableitet, insbesondere mittels in Sperrichtung be-
triebenen Schutzdioden (D,4-Ds3) welche jeweils zwischen den Gateanschliissen aufeinanderfolgender JFETS (J1-Jg)
oder zwischen den Gateanschlliissen der JFETSs (J1-Js) und dem ersten Anschluss (1) angeordnet sind.

3. Schalteinrichtung geméss Anspruch 1 oder 2, wobei die Zusatzschaltung (4) zusammen mit der Stabilisierungsschal-
tung (3) eine symmetrische Spannungsbelastung der Gateanschllsse der JFETS (J1-Jg) bewirkt.

4. Schalteinrichtung geméss einem der bisherigen Anspriiche, wobei die Zusatzschaltung (4) eine oder mehrere in
Serie und in Sperrichtung zwischen dem Gateanschluss (Gg) des obersten JFET (Je) und dem zweiten Anschluss (2)
betriebene weitere Dioden (Dgy, Dgp, Dga) aufweist.

5. Schalteinrichtung geméss einem der bisherigen Anspriiche, wobei die Zusatzschaltung (4) ein passives Netwerk,
insbesondere ein Widerstand ist, welches respektive welcher zwischen dem Gateanschluss (Gs) des obersten JFET
(Js) und dem zweiten Anschluss (2) angeschlossen ist.

6. Schalteinrichtung gemass einem der bisherigen Anspriiche, wobei die Stabilisierungsschaltung (3) jeweils zwischen
den Gateanschliissen von aufeinanderfolgenden JFETs mindestens eine in Sperrichtung betriebene Diode mit einer
ersten Gesamt-Sperrspannung aufweist, und die Zusatzschaltung (4) mindestens eine in Sperrichtung betriebene
weiter Diode (Ds1, Deg, Dgs) mit einer zweiten Gesamt-Sperrspannung aufweist, wobei die zweite Gesamt-Sperrspan-
nung mindestens annahend gleich der ersten Gesamt-Sperrspannung ist.

7. Schalteinrichtung gemass einem der bisherigen Anspriiche, wobei ein Symmetriernetzwerk (5) aus einem ein zwi-
schen den Gates der JFETS (J1—Je) und dem ersten Anschluss angeordneten RC-Netzwerk vorliegt.

8. Schalteinrichtung geméass Anspruch 7, wobei das Symmetriernetzwerk (5) so ausgelegt ist, dass bei einem Schalt-
vorgang auftretende Ausgleichsvorgénge im Symmetriernetzwerk am obersten JFET (Js) die kleinste und am unters-
ten JFET (J;) die grésste Zeitkonstante autweisen.

9. Schalteinrichtung gemass Ansprach 7 oder 8, wobei das Syrnmetriernetzwerk (5) jeweils zwischen den Gateanschliis-
sen von aufeinanderfolgenden JFETS (J1-Js) eine Kapazitat (Cr, 1-Cru 5) aufweist und parallel zur der Zusatzschaltung
(4) eine weitere Kapazitat (Cv, ¢) aufweist, und in Serie zu mindestens einer der Kapazitaten (C+, +-Cr, 5) und/oder der
weiteren Kapazitat (Cry.) ein Dampfungswiderstand (Rg -Rsts, Rsts) geschaltet ist.

10. Schalteinrichtung gemass Anspruch 7 oder 8, wobei das Syrnmetriernetzwerk (5) jeweils zwischen den Gatean-
schliissen von aufeinanderfolgenden JFETs (Jz-Jg) ausser dem untersten JFET (J;) und dem ersten Anschluss (1)
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ein RC-Glied (Rst1-Rets und Cry 1-Cry 5) aufweist, und parallel zur der Zusatzschaltung (4) ein Zusatz-RC-Glied (Rste,
Crus) aufweist.

Schalteinrichtung gemass Anspruch 10, wobei die Schaltung eine Ansteuerschaltung zum Ansteuern des Steuer-
schalters (M) aufweist, welche diesen in einem linearen Bereich betreibt.
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